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Dimensions in Millimeters Dimensions in Inches
Symbol - -
Min Max Min Max
2.72 3.12 0.107 0.123
B 1.40 1.80 0.055 0.071
1.00 1.20 0.039 0.047
Al 0.90 1.00 0.035 0.039
A2 0.30 0.50 0.012 0.020
Bl 2.60 3.00 0.102 0.118
B2 0.119 0.135 0.005 0.005
C1l 0.03 0.15 0.001 0.006
C2 0.55 0.75 0.022 0.030
D 0.03 0.13 0.001 0.005
D1 0.30 0.60 0.012 0.024
D2 0.25TYP 0.01TYP
D3 0.60 0.70 0.024 0.028
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